Lista de Exercicios 1 - Solugao

Microeletronics Circuits
(Sedra & Smith — Seventh Edition - Oxford University Press - 2015)
Chapter 4 - Diodes

Ex. 4.3
Para os circuitos mostrados na Figura P4.3, usando diodos ideais, calcule os valores das
tensoOes e das correntes mostradas.
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Fig. P4.3

OBS: Nestes circuitos um diodo conduz e outro esta em corte. Por exemplo, no circuito (a) suponha
que D, conduza e analise o que ocorre com D, e se o resultado é condizente com a hipdtese
adotada. Caso nao seja, analise a hipdtese contraria.
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- Se D, conduz, e o diodo é ideal, entdo o potencialem VvV, =1V. Se V, =1V o diodo D,

estara diretamente polarizado e, portanto, conduzindo, o que resulta em V, =2V porque o diodo
é ideal. De V, =2V o diodo D, estara reversamente polarizado, mas isso contradiz a hipdtese que

ele estava conduzindo. Logo, essa hipdtese conduz a um resultado ndao admissivel !

. Se D, conduz, e o diodo é ideal, entdo o potencial em V, =2 V. Se V, =2 V o diodo D,

estara reversamente polarizado. Logo, essa € a hipotese correta.

2 — (=5
[ = (=3) > |I=3.5mA

No resistor:
2k

V,=2V



b) Qual diodo conduz ?
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O Se D, conduz, e o diodo é ideal, entdo o potencialemV, =1V. Se V, =1V o diodo D,

estara diretamente polarizado e, portanto, conduzindo, o que resulta em V, = 2V porque o diodo

é ideal. O potencial em A s6 pode ter um valor. Logo, essa hipdtese conduz a um resultado nao
admissivel !

O Se D, conduz, e o diodo é ideal, entdo o potencial em V, =2 V. Se V, =2 V o diodo D,
estara diretamente polarizado e, portanto, conduzindo, o que resulta em V, = 1V porque o diodo

é ideal. O potencial em A sé pode ter um valor. Logo, essa hipotese conduz a um resultado nao
admissivel !

= Se D, ndo conduz e D, conduz o potencial em V, =1 V. Essa é a hip6tese admissivel !
No resistor: | — 5__;6(1) e |= 2mA
2

V,=1V



Ex. 4.23

O circuito na Figura P4.23 utiliza trés diodos idénticos tendo n=1 e I = 1014 A. Calcule o
valor da corrente | necessaria para obter uma tensao de saida V, = 2V. Se uma corrente de 1mA for
drenada de terminal de saida por um carga, qual a variacao na tensao de saida ?
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Fig. P4.23
a) Calculo da corrente nos diodos

B Atensdoem cadadiodoseraV,/3.

B Equacao de Schockley:

v Vp 2/3
I =I;(eWVr—1) —> [=[eVr — I=107'*eo0zs —> 1=3.81mA



b) Calculo da variacao de tensao
2/3

Quando V, = 2V, resulta I=3.81mA —— 3.81= 15&'W (1)

Se a carga drena uma corrente de 1mA a corrente nos diodos serd |, =3.81-1=2.81mAC
VD2/3
— 281=]e Vr (2

281 _ (Vp,—2)/3= ,(AV)/3 —— = -22.
Dividindo as equagdes (2) e (1) resulta: 3g7 = e(Vp2=2)/3= ¢ (AV)/ av=-22.8mv



Ex. 4.25
Dois diodos com corrente de saturacao I, e I, sdo conectados em paralelo conforme fig.

P4.25. Determine as correntes |, e |, em cada diodo e a tensdo V,,.
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a) Calculodalp, e lp,
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Vp D
| = ([s1+]2)e'T —> = eVr (1+"52) — I=1p; (1+"52)
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b) Calculo da tensao V,

Vp p (L
I = (I.S']_-I_ISZ)BVT VD In (Isl‘l'fs?_)




Ex. 4.27
No circuito da Fig. P4.27 o diodo D, tem uma area de jungao 10 vezes maior que D,. O
valor da tensao térmica é 25 mV.

a) Determine a equagdo de V em fungdo de |,.
b) Determine V no circuito abaixo.
c) Qual é o valor de I, se V=50mV ?

|
10 mA

Fig. P4.27

a) Calculo de V em fungdo de I,.

10 mA



B Acorrentel,=101I,. A nodiodo D, é dada por:

V-V
I; = 10l ;e nvr (1)

Bl A corrente no diodo D, é dada por:

V1 V1

[ =Iewr=001-1, =—> [,=(0.01-1)ewr (2)

Substituindo (2) em (1) resulta:

—vq{ V1~V

I = 10(0.01 - 11) en_WBn—w: 10(0-01 - 11).',;1 > V=-Vrin (10(0.(;;. - 11))

b) Cdlculo de V.

Sely=2mA =—> v =.0.025In (10§8)) — | V=922mV

c) Calculo de I, se V=50mV.

-3 _ _ I — -2 —
50x10~3 = - Vyln (10(10_[1)) > [, =10(10-1,)e™2 ——> | I, = 575mA



